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摘要(译)

在硅晶片上制造OLED微显示器的方法使用在硅衬底上形成的准直阴影掩
模。通过在衬底的正面和背面上沉积材料层并将衬底背面上的一部分层
蚀刻到至少20微米的减小的厚度来制造掩模。在衬底的蚀刻部分中产生
至少一个开口。移除开口下方的基板以形成掩模。掩模位于与硅晶片表
面间隔开的位置，并暴露于线性蒸发源。然后将有机层沉积在硅晶片上
与掩模开口对准的位置。
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